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Atliekant darbg reikia Zinoti:
Dvipolio ir lauko tranzistoriy (su indukuotu ir su sudarytuoju kanalu) sandara, veikimo
principus ir jy schemos simbolius.
Bendro emiterio (angl. Common Emitter) ir bendros iStakos (angl. Common Source) schemy
veikimo principus.
Tranzistoriaus veikimo tiesiniame ir rakto rezimuose skirtumus.

UZduotys
1. Istirti stiprintuvy su 3 skirtingais tranzistoriais: dvipoliu, lauko (angl. J-FET) ir MDP lauko
(angl. MOSFET) amplitudines charakteristikas, esant dviems skirtingoms maitinimo $altinio
jtampoms (6 charakteristikos).
2. Istirti i§éjimo signalo spektra, esant mazo signalo salygai ir pasireiSkus iSkraipymams.

Nurodymai ir patarimai
Pirmiausia prijungiami generatorius ir osciloskopas prie norimo tirti stiprintuvo (dvipolio,
MOSFET arba J-FET), jjungiamas maketas (,,ON/OFF* jungikliu maketo $one). Prie$
pradedant stiprintuvo tyrimg (prie§ paspaudZiant generatoriaus mygtuks ,,OUTPUT
ON*), rekomenduojama nusistatyti generatoriaus nuolating dedamaja (,,OFFSET* rankenélé
iStraukta) i viduring padétj ir maziausios vertés amplitude (,,AMPL®). Generatoriaus daznis
gali biiti 1 kHz, signalo forma — sinusoidé. Jjungus 5V maitinimg makete ir pradéjus
generuoti signalg, nustatomas stiprintuvo tiesinis rezimas sukant generatoriaus
»OFFSET* rankenélg: kei¢iant ,,OFFSET* reikSme¢ nuo minimalios iki maksimalios padéties
stebime, kaip ir kokiose ribose kinta i$¢jimo signalas, randame tokia ,,OFFSET* padét;, kai
i$¢jime matome sustiprintg j&jimo signalg be iSkraipymy. Neblogai pavyks atlikti
matavimus, jei, esant 5 V maitinimui, i$¢jimo signalo centras bus ties tam tikra jtampa:
dvipolio tranzistoriaus atveju — apie 3,2 V; MDP lauko — apie 2,8 V; J-FET —apie 3,4 V.
ISéjimo signalo centra, esant maZai i$¢jimo signalo amplitudei, galima iSmatuoti osciloskopu:
»Measure“ — , Voltage™ — ,,Vavg®.
Amplitudinés charakteristikos matavimai atliekami visiems 3 tranzistoriniams stiprintuvams
esant 5 V ir 12 V maitinimo jtampoms (i§ viso 6 matavimai). Sios jtampy vertés
perjungiamos jungikliu S1, S2 arba S3 (Zr. priedo schemas). Matuojama i§é¢jimo signalo
amplitudés priklausomybé nuo jéjimo signalo amplitudés ir braizomas grafikas U;; = f(U;),
kur Uj; — i8¢jimo signalo amplitudé, U;; — jéjimo signalo amplitude.
Tiriant i§¢jimo signalo spektra naudojama osciloskopo FFT funkcija, kuri jjungiama
paspaudus ,,MATH* mygtuka ir pasirinkus tokius nustatymus: ,,Operate* — FFT, ,,Source* —
CH2 (jeigu iSéjimo signalas jjungtas | CH2). ISsaugojami 3 vaizdai — kai i§¢jimo signalas
yra be iSkraipymy (1 vaizdas), ir kai signalo forma iSkraipyta (padidinus j&jimo signalo
amplitude, 2 vaizdai). Atkreipti démesj kaip keiciasi spektras, esant signalo ribojimui ir tuo
paciu metu yra Siek tiek kei¢iama ,,OFFSET* reikSmé (iSsaugojami 2 vaizdai su matomais
skirtumais juose).

Darbo ataskaitoje pateikti:
Pamatuotas 3 stiprintuvy perdavimo charakteristikas su 2 skirtingomis maitinimo jtampomis.
Bent vieno stiprintuvo i§é¢jimo dazninj spektrg su ir be i§¢jimo signalo ribojimo.



Rezultaty analizg ir iSvadas.
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Priedas
Tiriamy tranzistoriy schemos:
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1 pav. Dvipolio tranzistoriaus bendro emiterio schema
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2 pav. MDP lauko tranzistoriaus (MOSFET) bendros istakos schema

S3
by
2 F
IR Y.
N R >
]
QﬁﬂL 3 >
S
~
X5 5 g D 2 BNC
N R13 1201
XjBNc 510 GND
[t} c:c:I:IA'C
GND =i
GND GND

3 pav. Lauko tranzistoriaus (J-FET) bendros istakos schema
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4 pav. Visa darbo maketo schema




